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Рисунок 3 – Вольт-амперные характеристики полученные с использованием измерителя 
полупроводниковых приборов: выходные характеристики биполярного (а) и полевого транзистора (б), 

характеристики диодов (в) 

Заключение. Разработанный измеритель полупроводниковых приборов является оптимальным 
вариантом для изучения работы и характеристик полупроводниковых приборов в рамках учебного 
процесса. Это обусловлено компактностью прибора и небольшим рабочим напряжением питания в 
12В. Наличие встроенного дисплея и возможности отображения информации на мониторе 
персонального компьютера, позволяет работать с прибором индивидуально и в группе. Возможна 
реализация прибора с управляющей и обрабатывающей частью на персональном компьютере или 
мобильных устройствах в качестве программных приложений и отдельной измерительной частью, что 
позволит сократить затраты на изготовления прибора.  
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Введение. Нанотрубчатый оксид титана привлекает внимание исследователей из-за своих 
уникальных структурных и электрофизических свойств. Высокие значения внутренней удельной 
поверхности нанотрубок обеспечивают увеличение фотокаталитической активности этого материала 
при его использовании для очистки воды от органических загрязнений [1]. Поэтому исследования, 
направленные на формирование наноструктурированного оксида титана и изучение его свойств, 
являются актуальными как для экологии, так и для других применений, включая электронику, оптику и 
медицину. 
В данной работе проведено формирование нанотрубчатого оксида титана в электролитах на основе 
хлорида натрия электрохимическим анодированием титана, а также проведено исследование 
морфологии сформированных структур. 
Основная часть. При формировании исследуемых пленок использовали титановую фольгу 
толщиной 100 мкм. Концентрацию раствора хлорида натрия варьировали в диапазоне от 0,1 до 10 %, 
плотность анодного тока от 5 до 200 мА/см
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Рисунок 1 - Микрофотографии (изображения растрового электронного микроскопа) трубчатой структуры оксида 
титана,сформированной в 1% растворе NaCl при плотности анодного тока 100 мА/см

2
: а – поперечное сечение, б – вид 

сверху. 

На рисунке 1 приведены микрофотографии сформированных структур, сделанные при 
помощи электронной микроскопии. Как видно из рисунка сформированные пленки состоят 
из плотноупакованных трубок, расположенных перпендикулярно исходной обрабатываемой 
поверхности. Полученные результаты отличаются от ранее опубликованных тем, что в 
данном случае размеры внешнего диаметра трубок находятся в диапазоне от 30 до 100 нм, в 
то время как для известных наноструктур, формируемых в электролитах на основе фторида 
аммония этот диапазон составляет 70 – 300 нм [2]. Также рекордно низким является 
значение анодного напряжения, при котором формируются трубчатые структуры. В 
частности, рост трубок в используемых электролитах наблюдался при напряжении 14 - 20 В, 
в то время как при использовании известных электролитов на основе фторида аммония рост 
трубок имеет место при напряжениях от 25 до 120 В [3]. 
Заключение. На сновании вышеотмеченного следует, что сформированные трубчатые 
структуры оксида титана имеют более высокие значения удельной внутренней площади 
поверхности и следовательно, они будут обладать более высокой фотокаталитической 
активностью, что открывает новые возможности для их использования при 
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Аннотация. В статье описывается конструкция разрядной системы для формирования 

плазмы диэлектрического барьерного разряда при атмосферном давлении с 

поверхностью воды и материалы, используемые для её создания.  

Актуальность 

В последнее время плазменные методы модификации поверхности (в том числе и её 

активация) привлекают к себе большой интерес. Технология плазменной обработки 

при атмосферном давлении позволяет достичь высокого уровня дезинфекции и 

обработки пищевых продуктов, медицинских инструментов, живой биологической 


